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研究成果の概要（和文）：液相合成法と適合性の高いパーコレーション転移を自然利用したパーコレーティブ量子ドッ
ト超格子（P-QDSL）に関する研究を行った。ZnOコア／MgOシェル構造量子ドットを担持体中に分散させ、発光層を印刷
形成した。電子顕微鏡観測により、半径2.5 nmのZnOコアが高密度形成され、粒径の単分散性を有することが明らかと
なった。元素分析よりMgOシェル形成が示唆された。透過率およびフォトルミネッセンス特性より、バンドギャップの
拡大が確認され、量子閉じ込め効果が示唆された。LED特性からも、パーコレーティブ伝導経路形成が示唆され、P-QDS
Lの形成は可能であると結論づけられた。

研究成果の概要（英文）：We have studied percolative (P-) quantum-dot superlattices (QDSLs) based on the pe
rcolation threshold for the formation of QDSLs that are suitable for solution-based fabrication processes.
 Cross-sectional transmission-electron-microscope measurements revealed the presence of ZnO cores with a m
ean radius of 2.5 nm that were densely and nearly mono-dispersed in the printed emission layer (EML). Elem
ental analysis indicated the presence of Mg elements locally around the ZnO cores, suggesting the formatio
n of MgO shells. The blue shifts observed in the transmittance and photoluminescence spectra indicated ban
d gap widening induced by quantum confinement effects. From analysis of the current versus voltage and cur
rent versus light intensity characteristics, the formation of the percolative current paths was indicated.
 Consequently, the structural and optical studies of the EML and the device performance of the light-emitt
ing device demonstrate that the formation of P-QDSLs is possible.
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